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Parte A           FILA A 
 

1. Si consideri un amplificatore con amplificazione di tensione 
Av0=2000, Rin = 150 KΩ, Rout = 1 KΩ, un polo a frequenza 
fp = 1 KHz. Si reazioni in modo da ottenere una resistenza di 
ingresso maggiore di 1 MΩ, una resistenza di uscita 
maggiore di 50 KΩ, e una banda di 100 KHz. Si consideri la 
resistenza del generatore nulla, e la resistenza del carico di 
100 Ω. 

 
2. Sia dato il circuito mostrato a lato. Verificare la possibilità 

che si inneschi un’oscillazione e a che frequenza. (L= 50 µH, 
C = 4.7 µF, R1 = R2 = 10 KΩ, R3 = 3 KΩ, R4 = 5 KΩ,). 

 
3. Sia dato il circuito a lato, con un timer LM555. Calcolare la 

forma d’onda generata dal circuito, giustificando il 
procedimento, e rappresentare la tensione di uscita e la 
tensione sulla capacità sullo stesso asse dei tempi, quotando i 
punti rilevanti (R1 = 5 KΩ, R2 = 15 KΩ, C = 1 µF). 

 
4. Realizzare la ROM a transistori nMOSFET a 2 ingressi che 

implementi la funzione logica Y=A+B. Disegnare il circuito 
completo al livello delle singole porte logiche. 

  
Punteggio totale Parte A: 14 

 
 

Parte B      FILA A 
 
Con riferimento al circuito mostrato a 
lato, calcolare:  
 
• il punto di riposo dei due transistori 

J2 e J3 e i parametri del circuito di 
piccolo segnale. 

• la funzione di trasferimento a 
centro banda. 

• il limite superiore di banda 
• il limite inferiore di banda. 
 
Si consideri Vp = VGS(off) = -4V 
 
  
Punteggio totale Parte B: 14/30 
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Parte A               FILA B 
 
 

1. Si consideri un amplificatore con amplificazione di tensione 
Av0=1200, Rin = 50 KΩ, Rout = 800 Ω, un polo a frequenza 
fp = 150 Hz. Si reazioni in modo da ottenere una resistenza di 
ingresso maggiore di 10 MΩ, una resistenza di uscita 
maggiore di 100 KΩ, e una banda di 60 KHz. Si consideri la 
resistenza del generatore nulla, e la resistenza del carico di 
200 Ω. 

 
2. Sia dato il circuito mostrato a lato. Verificare la 

possibilità che si inneschi un’oscillazione e a che 
frequenza. (L= 33 µH, C = 10 µF, R1 = R2 = 10 KΩ, R = 
5 KΩ). 

 
3. Sia dato il circuito a lato, con un timer LM555. 

Calcolare la forma d’onda generata dal circuito, 
giustificando il procedimento, e rappresentare la 
tensione di uscita e la tensione sulla capacità sullo stesso 
asse dei tempi, quotando i punti rilevanti (R1 = 10 KΩ, 
R2 = 15 KΩ, C = 2 µF). 

 
4. Realizzare la ROM a transistori npn a 2 ingressi che 

implementi la funzione logica Y=A xor B. Disegnare il 
circuito completo al livello delle singole porte logiche.  

 
Punteggio totale Parte A: 14 

 

Parte B      FILA B 
 
Con riferimento al circuito mostrato a 
lato, calcolare:  
 
• il punto di riposo dei due transistori 

J2 e J3 e i parametri del circuito di 
piccolo segnale. 

• la funzione di trasferimento a 
centro banda. 

• il limite superiore di banda 
• il limite inferiore di banda. 
 
Si consideri Vp = VGS(off) = -4V 
 
 
Punteggio totale Parte B: 14/30 
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